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P.Kamiński, L. Dobrzański, R.Kozłowski 

D E E P D E F E C T CENTRES IN ACTIVE LAYER OF MESFETs 

Deep defect centres have been investigated in active layer of MESFETs 
formed by direct Si"*" ion implantation into semi-insulating GaAs substrates. 
The characteristics of electron thermal emission rate as a function of 
temperature, which are recognized as the signatures of defects, have been 
found. The deep levels and the electron capture cross-sections have been 
determined. The procedure of the deep centre concentration profiling is 
presented and the distributions of the predominant defects concentrations in 
the Si"*" - ion implanted layers are shown. 

E. Nossarzewska-Orłowska, A. Brzozowski, 
B. Surma, D. Lipiński 

PHOTOLUMINESCENCE FROM P O R O U S SILICON 

The resul ts of investigations on p repara t ion and luminescence 
properties of silicon porous layers are presented. The photoluminescence 
spectra (PL) were shifted by changing an H F concentration used for 
anodization. Photoluminescence instability is disscused on the basis of the 
P L and inf rared absorption (FTIR) spectra f rom stored in air and 
intentionally oxidized samples. 
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R.Jabłoński 

ELECTRON SPIN RESONANCE SPECTRA OF OXIDE 
SINGLE CRYSTALS 

ESR spectra of certain oxide single crystals grown at the Institute 
of E l ec t ron i c Ma te r i a l s Technology are ob ta ined . The condi t ions 
of measurements are described and as, an example for Cr doped SrLaA104 
crystals, the method of calculation of elements of spin hamiltonian describing 
the introduced dopant is presented in detail. 

K. Pietrzak 

JOINING OF CARBON FIBRE COPPER COMPOSITE 
TO METALS 

Fibre reinforced composites belongs to the group of composites with 
programmable properties, which are meant to be the most attractive kind of 
advanced materials. Carbon fibre-copper composites ai'e used for electric 
contacts, dillatation bases for power semiconductor elements and also for 
brazes with enhanced mechanical strength. The important problem is joining 
of these composites to metal-technical alloys. This paper contains the results 
of investigations on bonding carbon fibre-copper to molybdenum and carbon 
fibre-Ag-Cu alloy to FeNi42 alloy. The presented paper includes the results 
of structural investigations (microstructure, linear elements distributions and 
X-ray diffraction patterns). 
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n.KaMHHbCKH,JI.^o6»caHbCKM, P.KO3;IOBCKH 

rjiyBOKHE ZlEcDEKTHblE UEUTPbl B AKTHBHOM CJIOE 
TPAH3MCT0P0B MESFET 

npoBCfleHbi HCCJieflOBaHHa r;iy6oKHx fle4)eKTHbix U E N I P O B B E K I M B -

H O M c;ioe I P A H S H C T O P O B MESFET H 3 R 0 T 0 B ; I E H H 0 M H O H H O H H M N J I A H -

TAUMCII Si H E N O C P E A C T B C H H O B NOFL;IOA(KY H 3 nojiynsojiHpyiomero 
GaAs. Onpefle/ieHbi TeMnepaTypHbie saBHCHMOCTH CKopocTH TepMO-
3MHCCHH 3;ieKTp0H0B, r/iy6oKHe SHepreiHHecKHe ypOBHH h ce^enHa 
3 A X B A T A . R I P H B C A E H MCTOA N 3 M E P E H H H N P O 4 ) H ; I H KOHU,EHTPAI];HH r ; i y -

6 O K M X ueHTpoB B HMnjiaHTnpoBaHHbix c;ioax. 

E. HoccaxeBCKa-Op;iOBCKa, A. BX030BCKHM, 
B. CypMa, ii,. JInnHHbCKH 

OOTOJIIOMHHECUEHUHH HOPHCTOFO KPEMHHH 

FIpeflCTaBjieHbi pe3yjibTaTbi p a 6 o T naA noj iy t ieHHeM u onpef le / ieHHeM 
;iiOMHHecueHTHbix CBOHCTB nopHCToro KpcMHHa. Menaa Koniłen-
TpauHio HF B npHMeHacMOM A-̂H anoAHoro TpaB;ieHHa 3;ieKTpo;iHTe 
no;iyiieHo nopHCTbie C;IOH H3JiyiiaiomHe B IUHPOKOM AHana30He BH^H-
Moił o6;iacTn c n c K i p a . HpoBCfleno oócyacfleHHC npH^HH n e c r a -
ÓHjibHoro N O B E ^ E H H A CJJOROJIIOMHHECUEHUHH na OCHOBC H 3 M E P E H H H 

cneKTpoB HH4)paKpacHoro norjiomcHHa B cjioax xpaHeHbix na B 0 3 A Y X E 

H npeABapnTe;ibHo OKHc;ieHHbix. 
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p . 5I6;IOHCKHH 

CnEKTPbl CnHHOBOrO PE30HAHCA B KPHCTAJIJIAX 
OKHCJIOB 

B p a ö o x e n p e ^ c T a B / i e H b i p e a y j i b T a x b i H C C J i e f l O B a n n a E S R H C K O T o p b i x 

KpHCTa;i;iax OKHCJIOB nojiy^eHHbix B ITME. npeflCxaBjieHO MexoAHKy 
H3MepeHHH, a x a K x e , n a n p H M c p e S r L a A 1 0 4 J i e r a p o B a H H o r o xpoMOM, 
n p e f l C x a B j i C H O c n o c o 6 o n p e f l e j i e H H a n o c x o a H H w x c n H H O B o r o 
r a M H / i x o H H a n a o n n c b i B a B a i o m e r o n p H M C C b . 

K. IlexacaK 

nOBEPXHOCTb PA3AEJIA KOMHOSHTOB BOJIOKHO 
yrjIEPOM -ME^lb KAK PESyJIbTAT /^OBABKH AKTHBHblX 
3J IEMEHT0B 

H A R O X O B J I C H B I K 0 M N 0 3 H X H B I E MaxepHa/ibi na O C H O B C M C A H , 

ynpoqHCHHbie Bo;ioKHaMH yrjiepoAa noBbimeHHH xepMH îecKOH 
NPOBOAHMOCXH. 3 X H MaxepHa;ibi Mcnojibsyioxcfl ß îsi M3ROXOB;IEHHH 

CHJIOBblX nOJiynpOBOAHHKOBblX npHÖopOB (/ÍHO^OB, XHpHCXOpOB) H 
ajiCKxpHqecKHx KOHxaKxoB. IIpoöjieMa n;ioxoH CMâ iHBaeMOCXH 
yr;iepoflHbix BOJIOKOH MCAHOH OCHOBOÍÍ 6bi;ia pemena BBeflenneM 
flo6aBKH LlHpKOHHa H XpOMa, KOXOpblC BCXynaiOX B peaKUHK) c 
BOjiOKHaMH yr;iepoAa H coa^aiox KapÖHAbi. 3XH KapÖHAw yjiyqmaiox 
cnocoÖHOcxb pacn;iaB;ieHHOH MBAH K CMa^HBaHHio H nosBajiHiox 
NOJIBI^HXb KOMnosHXHbie MaxepHa;ibi c xoponiHMH MCxaHHqecKHMH H 

SJICKXpHiieCKHMH CBOÍÍCXBaMH. 
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wytwarzania monolitycznych mikrofalowych układów scalonych oraz bardzo 
szybkich układów logicznych, zastosowano niestacjonarną spektroskopię fo-
toprądowa (PITS). Określono energię aktywacji głębokich centrów i porów-
nano strukturę defektową materiałów o różnej ruchliwości nośników 
ładunku. Przedstawione w pracy rezultaty badań mogą być wykorzystane do 
opracowania nowych metod oceny jakości półprzewodników A"'B oraz do 
optymalizacji technologii ich wytwarzania. 

W dniu 6 grudnia 1993 roku Rada Naukowe ITME powołała dra hab. 
inż. Pawła Kamińskiego na stanowisko docenta. 
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Oferta Wydawnictw ITME 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych kontynuując działal-
ność z lat ubiegłych, również w 1994 r. będzie wydawał dwa czasopisma, 
których tematyka dotyczy inżynierii materiałowej, elektroniki i fizyki ciała 
stałego, a w szczególności technologii otrzymywania nowoczesnych materia-
łów, ich obróbki, miernictwa oraz wykorzystania dla potrzeb elektroniki i 
innych dziedzin gospodarki: 

* MATERIAŁY ELEKTRONICZNE - kwartalnik, zawiera artykuły 
problemowe, otwarty jest również dla autorów z zewnątrz 
(prenumerata - 280 000 zł) 

* PRACE ITME - 4-6 razy w roku, zawiera monografie, rozprawy 
doktorskie i habilitacyjne pracowników ITME 
(1 numer - 80 000 zł). 

ITME oferuje również wydawnictwa zawierające selektywną i komple-
ksową informację naukową i techniczną ze skomputeryzonego banku danych 
"Materiały Elektroniczne BAZA": 

* PROFILE TEMATYCZNE - 18-24razy w roku, serwis informacyj-
ny w postaci opisów bibliograficznych wyselekcjonowanych doku-
mentów: 

1 - Si i przyi-ządy z Si 
2 - Związki A3B5 
3 - Pozostałe materiały półprzewodnikowe 
4 - Materiały elektrooptyczne, piezoelektryczne i laserowe 
5 - Nadprzewodniki wysokotemperaturowe i podłoża 
6 - Materiały ceramiczne 
7 - Szkła dla zastosowań optycznych 
8 - Materiały kompozytowe 
9 - Pasty do układów hybrydowych 
10 - Metalizacja i czyste metale 
11 - Półprzewodnikowe przyrządy mikrofalowe i układy scalone 
12 - Przyrządy z akustyczną falą powierzchniową 
(prenumerata 1 profilu - 300 (X)0 zł, każdego następnego - 150 000 zł). 
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* WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY RAPORTOW Z PRAC NAUKO-
WO-BADAWCZYCH ITME - wychodzi 1 raz w roku, zawiera opisy 
bibliograficzne prac naukowo-badawczych ITME z indeksami 
(prenumerata - 50 000 zł) 

* MATERIAŁY ELEKTRONICZNE - INFORMATOR O KONFE-
RENCJACH, SEMINARIACH, TARGACH, WYSTAWACH - wy-
chodzi 6 razy w roku, zawiera informację bieżącą i prospektywną 
(prenumerata roczna - 300 000 zł) 

* WYKAZ NABYTKÓW BIBLIOTEKI - wychodzi 6 razy w roku 
(prenumerata roczna - 300 000 zł) 

* WYKAZ CZASOPISM - 1994 r. wychodzi 1 raz w roku, zawiera 
infor-mację o zaprenumerowanych, otrzymywanych w ramach daru 
i wymiany czasopismach polskich i zagranicznych 
(prenumerata - 60 000 zł) 

* CURRENT CONTENTS - odbitki kserograficzne spisów treści cza-
sopism wytypowanych przez zainteresowanych, na podstawie"Wy-
kazu czasopism - 1994 r." 
(prenumerata 1 tytułu - 50 000 zł, 1 s. odb. kser. A4 - 600 zł). 

Oferujemy również wykonywanie odbitek kserograficznych oraz wypo-
życzenia międzybiblioteczne materiałów źródłowych znajdujących się 
w ww. wydawnictwach. 

Zainteresowani naszymi wydawnictwami mogą otrzymywać je w ra-
mach prenumeraty, daru lub wymiany. Zamówienia należy kierować pod 
adresem: 
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych 
DS-3 Ośrodek INT 
ul.Wólczyńska 133,01-919 Warszawa 118, 
skr.poczt.39 
tel.35-30-41/9 w.l08,129,425. 
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Anons 
Standardy SEMI i ASTM 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych stał się posiadaczem 
kompletu Międzynarodowych Standardów Jakościowych SEMI / Semicon-
ductor Equipment and Materials International/ oraz ASTM / American 
Society for Testing and Materials/, wydanych w 1993 r. 

Międzynarodowe Standardy Jakościowe SEMI i ASTM mają wartość 
bardzo aktualnej informacji naukowo-technicznej i mogą służyć do transfor-
macji procedur pomiarowych do poziomów obowiązujących we współpracy 
międzynarodowej, pozwalają również na racjonalizację metod badań i po-
miarów. Prezentowane normy są również pomocne do ustalania potrzeb 
związanych z modernizacją i zakupami aparatury i sprzętu kontrolnego. 

Komplet standardów SEMI składa się z 9 tomów: 
- Chemikalia/Gazy 
- Chemikalia/Reagenty 
- Materiały 
- Mikrolitografia 
- Znakowanie 
- Obudowy 
- Instalacje,opi-zyrządowanie, wymagania jakościowe i zasady 

bezpieczeństwa 
- Urządzenia, wyposażenie-automatyzacja kompleksowa - hardware 
- Urządzenia, wyposażenie-automatyzacja kompleksowa - softwai-e 

Wybrane 3 tomy standardów ASTM są tymi, do których treści odwołują 
się w znacznej części standardy SEMI i są ich niezbednym uzupełnieniem: 

Tom 10.04 ASTM: ELEKTRONIKA I 
Tom 10.05 ASTM: ELEKTRONIKA II 
Tom 14.02 ASTM: Ogólne metody badań niemetali, aparatura labora-

toryjna, metody statystyczne, metody badań medycyny sądowej. 

Standardy SEMI i ASTM znajdują się wDS-l ,bud.2 pok.65, t e l . : 35-30-41 w. 408 . 
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Druk: Zakład Poiigraficziy J. Dymczak S. Prasek 
Piastów ui. Kołłątaja 10 
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Wskazówki dla autorów 
1. Czasopismo „Materiały Elektroniczne" jest składane tecłiniką komputerową. 

Dlatego prosimy autorów o nadsyłanie maszynopisu napisanego: 
- w pliku na dyskietce, pod edytorem WordPerfect 5.1 lub innym, po uzgod-

nieniu z redakcją (np. CliiWRITER, TAG) 
- rysunków, tablic itp. w pliku utworzonym w jednym z następujących! edyto-

rówgraficznycti: DrawPerfect, CorelDRAW!, AutoCAD, SIGMAPLOToraz 
w standardzie HPGL lub innym po uzgodnieniu z redakcją (np. w postaci 
obrazu ekranu uzyskanego programem typu GRAB, lub pliku uzyskanego ze 
skanera w standardzie TIF). 

2. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 15 stron łącznie z rysunkami, 
tabelami i bibliografią. 

3. Artykuł powinien być napisany w 2 egzemplarzacłi na papierze formatu A4, 
jednostronnie, z marginesem 3.5 cm z lewej i 1 cm z prawej strony, z podwójną 
interlinią, wraz z rysunkami - w 1 egzemplarzu. Wszystkie stronice powinny być 
numerowane. 

4. Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w którycłi powinny być 
umieszczone rysunki. 

5. Do artykułu powinny być dołączone streszczenia nie przekraczające 200 
słów, w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Tytuł artykułu winien być 
również przetłumaczony na te języki. 

5. Na pierwszej stronie artykułu powinny znajdować się następujące elementy: 
z lewej strony u góry artykułu tytuł naukowy, pełne imię (imiona), nazwisko(a) 
autora(ów), nazwa miejsca pracy (zakładu, pracowni), adres pocztowy. Na środku 
stronicy maszynopisu tytuł artykułu. 

6. Rysunki: na odwrocie rysunku lub fotografii należy podawć ich numer, naz-
wisko autora i pierwszy wyraz tytułu artykułu. 

6.1. Podpisy do rysunków, fotografii oraz bibliografię należy umieszczać na 
oddzielnych stronicach, po tekście. 

6.2. U góry każdej tablicy należy podać numer i tytuł objaśniający. 
6.3. W przypadku rysunków, wzorów, tablic nie będących oryginalnym do-

robkiem autora(ów) należy zacytować źródło, umieszczając je w biblio-
grafii. 

6.4. Wzory należy numerować kolejno cyframi arabskimi. 
7. Pozycje bibliografii należy podawać w nawiasach kwadratowych, w kolejności 

występującej w tekście. 
Dla książki należy wymienić nazwisko(a) autora(ów), inicjały imion, pełny tytuł 

dzieła w oryginale, miejsce wydania, wydawcę, rok, stronice np.: 
[1] Librant Z.: Ceramika konstrukcyjna w zastosowaniach elektronicznych. War-
szawa: WNT 1991, 126 s. 

Dla artykułu należy podać kolejno nazwisko(a) autora(ów), inicjały imion, tytuł 
artykułu w oryginale, tytuł czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.: 
[2] Kamiński P., Strupiński W., Roszkiewicz K.: Effect of Substrate Temperature 
on the Concentration of Point Defets in Vapour Phase Epitaxial GaP:N,S. Jour-
nal of Crystal Growth 108, 1991, 3/4, 699-709 

8. Słownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wiel-
kości we wzorach muszą być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie Normy 
i Międzynarodowy Układ Miar (SI). 

9. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczeń należy podawać w le-
wym marginesie. 

10. Autora obowiązuje wykonanie korekty autorskiej. 
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INSTYTUT TECHNOLOGII 
| S L J B MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH 
I I M b ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa 
te l . : ( 4 8 2 2 ) 3 4 9 0 0 3 , t lx : 825386 cme pl, fax: ( 4 8 2 2 ) 3 4 9 0 0 3 

Przedmiotem działania Instytutu Technologii Materiałów Elektronicz-
nych jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojo-
v/ych w zakresie inżynierii materiałowej, elektroniki i fizyki ciała stałego, 
a w szczególności technologii otrzymywania nowoczesnych materia-
łów, ich obróbki, miernictwa oraz efektywnego wykorzystywania dla 
potrzeb elektroniki i innych dziedzin gospodarki oraz przystosowywa-
nie wyników badań i prac do wdrażania w praktyce. 

Działalność Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych skupia 
się w dwóch obszaiach: w pracach badawczo-rozwojowych i małose-
ryjnej produkcji materiałów dla elektroniki, telekomunikacji,energetyki, 
rolnictwa i medycyny, oraz w pracach badawczo-rozwojowych nad ele-
mentami elektronicznymi, w^arzanymi z tych materiałów. 

Materiałami, na których koncentruje się działalność ITME są-
materiały półprzewodnikowe (Si, GaAs, GaAsP, GaP, InP), materiały 
elektrooptyczne i piezoelektryczne (YAG, CaF^, LiNbOg, LiTaOg, 
kwarc), materiały podłożowe dla nadprzewodników wysokotemperatu-
rowych, materiały- ceramiczne (na bazie AUOg i ZrOg), szkła dla tele-
komunikacji optycznej, materiały kompozylbwe, pasty (przewodzące, 
izolujące i oporowe), czyste metale, związki nieorganiczne i roz-
puszczalniki. 

W ramach badań aplikacyjnych opracowywane są w ITME: 
półprzewodnikowe przyrządy mikrofalowe (tranzystory MESFET, diody 
Schottky'ego), mikrofalowe monolityczne układy scalone, filtry z 
akustyczną falą powierzchniową, termoelektryczne moduły chłodzące. 

Instytui Technologii Materiałów Elektronicznych wydaje dwa czaso 
pisma naukowe: kwartalnik „Materia!y Elektroniczne", w którym publi-
kowane są artykuły dotyczące zakresu działania Instytutu, „Prace 
ITME" - zawierające monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, 
oraz wydawnictwa informacyjne. 
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